技术需求
1、采购标的需实现的功能或者目标
1.1采购标的需实现的功能
落实学院学科建设规划，优化科研平台布局，补齐高端精密检测设备短板，强化科研、教学、人才培养与产业服务的协同联动，助力航空、陶瓷领域关键零部件检测技术升级，更好支撑科研教学与产业服务高质量发展。
1.2 采购标的需实现的目标
契合学科建设规划，完善科研平台布局，筑牢学科发展根基；支撑人才培养提质，助力硕博士点申报，夯实学科人才储备；推动科研创新突破，提升科研产出质量，增强项目申报竞争力；赋能区域产业升级，强化社会服务能力，彰显学科特色优势。
[bookmark: OLE_LINK8]2、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
[bookmark: OLE_LINK9]投标人应提供符合技术要求、国家标准、行业规范和合同等相关文件要求的优质产品。
3、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求
序号1：磁控溅射机
具体参数如下：
1、设备主机规格
1) 反应腔有效工作直径≥8英寸(约200mm)，兼容8英寸及以下多种尺寸样品的装载与处理;投标人需提供适配不同尺寸样品的夹具、托盘或载具方案。
2) 设备本底真空<1 Pa，设备漏率≤ 5×10⁻⁶ Pa·L/s;
3) 控制方式：PLC+触摸屏，控制系统应具备数据存储、工艺配方保存及故障自诊断功能，触摸屏界面支持中文操作。
4)具备快速抽气及工艺启动功能，能缩短样品进出舱及抽真空时间，提高实验效率；具备样品原位预处理功能（如离子轰击清洗、高温退火等），以确保薄膜与基底结合力。支持多源共沉积功能，可通过独立调节各源沉积速率，实现薄膜成分的连续可调及多元掺杂制备。

2、反应腔系统:
1) 反应腔主体及底座材质应为优质 316L 不锈钢；底座应采用整体锻造或整块材料机械加工而成，以确保结构强度和真空稳定性；腔体内表面需经过精细抛光及电解抛光处理，表面粗糙度 Ra≤0.4μm（或同等标准），以减少颗粒产生并提高耐腐蚀性。;
2) 密封方式：密封方式：应采用成熟可靠的真空密封结构（如法兰密封、卡箍密封或其他等效结构），确保在极限真空及高温工况下无泄漏；密封圈材质应为全氟醚橡胶（FFKM）或同等耐腐蚀、耐高温材料，以适应反应气体环境。
3) 样品台尺寸：样品台有效加热区域直径≥200mm（8 英寸），并能兼容更小尺寸样品的固定与加热（需提供相应夹具方案）。
4) 样品台最高加热温度≥400°C；采用高精度 PID 闭环控制方式，控温精度≤±1°C，温度均匀性≤±2°C。
5) 反应腔应具备全自动安全保护系统，包括：超压自动报警并切断气源、紧急情况下自动充入保护气体（如 N2）至常压的功能；压力传感器精度应满足工艺监控需求。

3、前驱体源输送系统
1) 配备不少于5 路金属前驱体源输送管路。管路配置应灵活，至少包含1 路常温源接口和 3 路独立控温的加热源接口，并预留至少 1 路备用接口（可用作常温或加热）。投标人需提供管路布局图及切换逻辑说明。
2) 前驱体输送管路加热温度范围RT-200°C，控制精度±1°C;
3) 常温源:配备专用阀门、源手动阀、等效容量的标准源瓶;
4) 加热源:配备专用阀门、源手动阀、或等效容量的标准源瓶，源瓶温度范围RT-200°C;
5) 管路及接头均采用316 EP级电解抛光不锈钢材料，所有气体管路连接处采用金属面密封（如 VCR）;载气管路采用N2或者Ar气体，通过MFPC控制；配备PLC控制惰性气体自清洗系统，在控制界面中可以设置自动清洗的次数。
6) 系统中所有阀门以及真空阀配备电磁阀，电磁阀响应时间≤100 ms，带过电压保护回路，带动作指示灯。
4、真空系统:
1) 真空泵采用双级油封式真空泵，抽速不低于14m3/h;
2) 真空测量:压力传感器，检测范围:1*10-4-1*105 Pa;
3) 真空抽气管道可以烘烤至150°C，且真空泵前级配置热阱，温度范围RT-2500°C，控制精度±2°C;
5、控制系统
1) 控制系统应采用‘高性能 PLC+ 工业级触摸屏’的架构，。触摸屏尺寸≥15 英寸，分辨率不低于 1920×1080，并具备防尘、防腐蚀特性，适应实验室环境。;
2) PLC采用工业以太网控制方式，支持灵活扩展DeviceNet、CANopen、PROFIBUS DP等通信方式;
3) 系统可实现配方编辑、保存、读取等功能，阀门及管路具备自动排空和清洗功能，阀门切换及管路清洗流程由系统自动控制，单步动作切换延迟≤ 100 ms
4) 系统应具备可视化的工艺参数设置界面，支持用户自定义前驱体名称、属性及工艺步骤参数
5) 系统可实时监测动力气体压力值、系统压力值、加热状态、阀门开关状态和镀膜进度，当发生异常时触发报警并做出响应，报警日志可进行回看;
6、 验收指标:厂家须提供氧化铝薄膜的标准工艺配方，前驱体为三甲基铝+水。按以下内容进行现场制备与验收：薄膜均匀性:在8英寸晶圆上沉积300cycle氧化铝，以晶圆上5个均匀分散点(上、下、左、右、中心5点）进行椭偏仪测试膜厚，8英寸晶圆上薄膜不均匀性≤2%。
序号2：微纳光电传感器件微区量子效率测试系统
详细参数如下：
1.采集模式：配备光电倍增管，含电制冷模块和高压电路模块，具有极高的光子探测灵敏度，在激发波长 350nm，狭缝宽度 5nm，积分时间 1s 条件下，水拉曼信噪比≥8000:1；含系统光谱校正功能；可探测波长范围大于200nm-1200nm，搭配发射光谱仪，可兼容发射光谱采集和量子寿命测量；
2.扩展功能：显微光谱，多路外置激光器耦合，荧光mapping，FLIM功能
3.75W氙灯光源，光谱范围：250-2000nm，椭球灯杯，光斑尺寸可根据样品调节，最大覆盖面积≥4*4 cm，光强不均匀度≤5%，符合AM1.5标准；
4.激发光谱仪：320mm 焦距影像校正单色仪，光谱范围，200-1100nm，双入口，双出口，配置二块光栅（1200g/mm@300nm闪耀，200-600nm，600g/mm@500nm闪耀，330-1000nm），覆盖范围：200-1000nm；
5.多功能宏光路样品室,透镜聚焦光路,标配比色皿样品架，粉末、薄膜平移-旋转样品架；
6.荧光发射光谱仪。C-T式结构。光谱仪焦距≥300mm，具备多端口扩展能力（支持双入口或可通过切换模块实现多路输入输出），配置不少于 3 块自动切换光栅，覆盖范围需涵盖 200-2500nm。三块光栅配置如下：1200g/mm@500nm闪耀，200-1000nm；600g/mm@750nm闪耀，500-1500nm；300g/mm@1250nm闪耀，800-2500nm）
7.数据采集器：时间相关单光子计数系统，分辨率兼容：16/32/64/128/256/512/1024 ps等时间窗口，死时间<100 ns，计数率：100Mcps，通道数：≥65535，分辨率：16ps/128ps-1.024ns /2.048ns--33.55us 输入信号：±触发沿，高阻/50Ω，阈值±2V可调，兼容稳态瞬态测试，寿命拟合，保证最短拟合寿命≤500ps
8.制冷型光电倍增管，工作范围：185-1200nm，上升时间：≦2.2ns，暗计数：≦100CPS@-10℃，含高压稳压电源及制冷驱动器
9.激光器外挂附件，用于各类激光器耦合进样品室；
10.皮秒脉冲激光器2套
10.1375nm 激光器：“波长375±5nm，脉宽≤50ps，峰值功率≥800mW"。；最大重频：50MHz。"。
10.2  510nm 激光器：“波长 510±10nm，脉宽≤100ps，峰值功率≥200mW；最大重频：50MHz。
11.数据采集软件：稳态测试功能：激发扫描，发射扫描，同步扫描，三维扫描；瞬态测试功能：动力学扫描，寿命扫描，时间分辨光谱扫描；数据处理功能：量子产率计算；TRES Slicing；光谱校正；温度控制扫描；支持导出通用数据格式，如 Excel (.xlsx/.csv), Text (.txt), Spe (.spe) 等，并提供 API 接口或脚本支持用户二次开发，支持实时通信等

序号3：半导体器件参数分析仪
具体参数如下：
1. 测量半导体材料的塞贝克系数和电阻率。系统通过镀金红外加热炉精确控制温度；再通过对样品加热生成一个最大50℃的温度梯度，可自动测量探针间产生的电动势，获得塞贝克系数；并可同时通过四探针法测量电阻率。
2.主机主要参数
2.1塞贝克系数测量
1）塞贝克系数测量方法：静态直流方式
2）塞贝克系数测量精度：≤±7%，（验收需至少测试标样在50℃和800℃环境温度下的测量精度）
3）塞贝克系数测量范围（理论值）：1~3000μV/K
2.2电阻测量
1）电阻测量方法：四点法方式
2）电阻率测量测量精度：≤±7%，（验收需至少测试标样在50℃和800℃环境温度下的测量精度）
3）电导率测量范围（理论值）：1~5×10^5 S/cm
3.主机各部分参数
3.1加热样品单元
1）控制方法：PID方式
2）红外线加热炉：加热区长不小于135mm, 总长不小于230mm
3）温度范围：室温～800℃。
4）样品尺寸：固体2～4mm方型或圆型，长度6～22mm
5）电极单元：电极由热电偶和氧化铝陶瓷管组成管。样品夹在两个电极间，进行测量样品的温度差和电压差。
6）探针测试间距可调，具备不少于3种固定间距模式
3.2程序控温单元
1）温度控制点：样品气氛温度和样品两面温度差
2）设定温度的step值：软件设置无限制
3）通信端口：RS-232C
4）配置高精度热电偶（如 R 型或 S 型用于高温，K 型用于温差符合国际通用标准（IEC 或同等）。
5）控制电流：具备高精度的温度控制能力，支持 PID 算法
3.3电气控制单元
1）数字多功能测试仪：检测上下端加热区的温度信号和两个电极间的电压差信号
2）测量方式：扫描方式
3）具备标准通信接口（如 USB、LAN、RS-232 或 GPIB）
3.4气氛控制单元：配备机械泵，机械泵速度≥50L/min
3.5数据处理单元
1）带有计算机控制单元与显示器
2）测量条件输入：
a)电阻率测试的电流设置：手动和自动两种方式
b)电阻率测量法：极性反转/阶跃
c)电流设置：具备智能电流优化功能，可根据 V-I 特性自动推荐或设定最佳测试电流
3)数据分析功能：塞贝克系数、电阻率、功率因子的计算及其图形显示；
4)电阻率测量重分析功能：可通过在软件修改样品形状、尺寸和探针间距进行重分析
3.6配置薄膜测量适配器1套，适用于金属及合金薄膜样品（如尺寸 2-4mm 方形或直径>2mm 圆形）

序号4：阻抗分析仪
具体参数如下：
1、测试频率：20Hz—50MHz；
2、测试激励电平：0至2Vrms/0至20mArms；
3、测试指标：Cp-D, Cp-Q, Cp-G, Cp-Rp, Cs-D, Cs-Q, Cs-Rs, Lp-D, Lp-Q, Lp-G, Lp-Rp, Lp-Rdc ,Ls-D, Ls-Q, Ls-Rs, Ls-Rdc,R-X,Z-θd, Z-θr,G-B,Y-θd, Y-θr,Vdc-Idc；
4、基本测量精度 ≤ 0.05%（典型值 @ 1kHz）；
5、测量时间：12ms(SHORT),118ms(MED),343ms(LONG)@1MHz；
6、电阻范围：阻抗测量范围：10mΩ – 100MΩ
7、支持ALC自动电平控制；
8、可支持500点的扫频测量，可编程，可任意设置频率，测量范围以及激励条件并自动绘制显示阻抗随频率变化曲线；
9、支持线缆夹具补偿校准以及电缆延长补偿功能；
10、光源：150W无臭氧氙灯，密封的激发光路，确保最好的紫外性能；
11、单色器焦长：225mm；
12、激发侧光谱范围：230-900nm；
13、发射侧光谱范围：230-870nm；
14、光谱带宽（激发/发射）：0-30nm，软件控制连续可调；
15、波长准确度（激发/发射）：±0.5nm；
16、发射检测器：R928P光电倍增管，光谱范围230-870nm，半导体制冷，暗噪声≤200cps；
17、参比检测器：紫外扩展的硅光二极管；
18、吸收检测器：紫外扩展的硅光二极管；
19、标配自动滤光片轮，软件控制，自动滤除来自激发光的高级散射峰。
20、水拉曼信噪比：≥10,000:1,计算公式：S/N=(I397-I450）/(I450)1/2；
21、荧光寿命；
21.1	范围：150ps-10us；
21.2、光源：375nm脉冲激光器，脉宽：65 ps @ 10 MHz，频率20 kHz - 20 MHz；
21.3、检测模式：TCSPC（时间相关单光子计数技术）；
21.4、最大时间通道数：8192；
21.5、时间窗口2.5ns-50us；
21.6、最小时间分辨率：≤10ps；计算方法：最小测试时间宽度/最大通道数； 
22、量子产率附件：
22.1、用于量子产率及发光色度分析 ；
22.2、测量对象：薄膜、粉末和液体；
22.3、积分球直径≥150mm；内部涂层为聚四氟乙烯；直接光路，无需光纤导光，避免光纤对光信号的衰减，特别适合弱发光样品量子产率测试；
22.4、带有PLQY软件，完成量子产率、色度及标准误差的计算； 
22.5、液体测量采用标准10mm光程4ml荧光池；
23、软件具备阻抗参数测量、扫频分析、等效电路拟合及数据导出功能。


[bookmark: _GoBack]注：以上技术条款为必须满足或优于项，否则作无效投标处理。
